ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОРОДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ GaAs
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Ионная имплантация характеризуется пикообразным распределением дефектов с максимумом плотности на проекционной глубине Rp, что делает оптические и электро-физические свойства имплантированного слоя неоднородными. С использованием данных об имплантации GaAs ионами азота /1/ показано, что при достижении дозового порога (>1×1015 см-2) распределение плотности точечных дефектов по глубине слоя преобразуется из пикообразного в “плоское”. Выпрямление распределения происходит вследствие увеличения скорости рекомбинации точечных дефектов при увеличении дозы ионов. На рис. 1 приведены TRIM и преобразованный профили точечных дефектов GaAs, имплантированного ионами N+ с энергий 250 кэВ и флюенсом 1×1016 см-2.
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Рис. 1. TRIM и преобразованный профили плотности точечных дефектов имплантированного GaAs.
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Отжиг кратно уменьшает плотность дефектов, но сохраняет форму плоского профиля. Таким образом, имплантация с повышенной дозой и последующим отжигом позволяет получать слой c однородным распределением дефектов.  
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